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4
硅片表面光泽度的测试方法
1 范围
本文件规定了采用20°、60°和85°几何条件测定硅片表面光泽度的方法、术语和定义、仪器、样品、试验步骤、结果计算、实验报告等。
本文件适用于半导体领域硅片产品。如果需要适用于其他产品，需要相关各方协商同意。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 14264  半导体材料术语
GB/T 9754   色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定
3 术语和定义
GB/T 14264、GB/T 9754界定的术语和定义适用于本文件。
3.1
光泽度  补充英文
在规定的光源和接收角的条件下，从物体镜向方向的反射光通量与折射率为1.567的玻璃上镜向方向的反射光通量的比值。
注：为了测定镜向光泽度对于20°、60°和85°几何角度采用折射率为1.567的完善抛光黑玻璃规定其光泽度值为100。
3.2 
相对反射率  补充英文
在相同的几何条件下，从样品反射的光通量与标准板反射光通量的比值。
4 方法原理
光泽度计利用光反射原理对样品的光泽度进行测量。光源按特定角度出射一束光，经过透镜L1到达被测面P,被测面P将光反射到透镜L2，透镜L2将光束会聚到位于光阑B处光电池，光电池进行光电转换后将信号送往处理电路进行处理，然后显示测试结果。（见图1）
[image: ]
图1  应有图题
G——光源；
L1/L2——透镜；
B——接收器视场广阑；
P——被测样品；
ε1=ε2；
σB——接收器孔径角；
σG——光源象角；
5 干扰因素
5.1  样品的完整性，测试区域大的气孔会影响光的反射效果，表面洁净度（要求无沾污覆盖）。
5.2  环境湿度太大，样品或仪器结露会影响光反射效果，影响准确度。
5.3  测试面腐蚀方式、晶向会影响测试结果。
6 试验条件
除另有规定外，应在下列条件下进行测试：
a) 环境温度应保持在25±3℃。
b) 环境相对湿度≤80%。
7 仪器设备
7.1 光泽度计由光源、测试口、接收器和计算系统等组成。
7.2  光源：光泽度仪采用LED光源。
7.3  测试口：测试口限定光测试范围，保证测试环境不透光。
7.4  接收器：接收器接收光电信号进行光电信号转换。
7.5  计算系统：转换光电信号进行计算和数据处理及显示。
8 样品
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: _Toc41299123][bookmark: OLE_LINK114]8.1  样品应表面平整、光滑、测试区域无气孔、等外观缺陷。
8.2  样品表面干净、干燥。
8.3  样品尽量为明确晶向的完整硅片，碎片测试晶向不确定影响结果准确性，至少保证测试口位置全覆盖。
9 校准
9.1  选定测试角度：根据测试需求选定测试角度。
9.2 空白校准：将归零测试板放在测试位置，进行空白校准。
9.3  标准板校准：将标准版放在测试位置，进行标准校正，测试数值与标准板值差异不超过±0.5%。
9.4  对于带自动校准功能的光泽度计，可省略校准步骤。
9.5  校准合格后方可使用，否则光泽度计及其附属校准板必须送检。
10 试验步骤
10.1  将样品放置在测试台上，光泽度仪测试口完全覆盖需测试位置。
10.2  选择要求的入射角度，在对应测试区域进行测量，对于6寸及以下硅片样品，五个测点。即硅片中心、硅片边缘（NOTCH/OF）位置、顺时针90°、180°、270°。规格大于6寸的硅片样品，九点测试（中心-边缘加测一点）。
       
图2 a.6寸及以下硅片表面光泽度测试点        图2 b.6寸以上硅片表面光泽度测试点
10.3  在每组样品测量中应该保持相同的几何角度。
11 试验数据处理
11.1  通过校准计算光源强度
已知光泽度校准板光泽度表示为，光源发出的光强为，光电池检测到的光强度为。通过校准过程可知光源强度为：
                                  ………………………………………………（1）
式中：
——校准板光泽度，单位GU
——光源光强，单位cd
——光电池检测到的校准板光强，单位cd
11.2  计算测试样品光泽度值
      设被测样品表面光泽度为，光电池检测到的光强为，光源强度为：
                                  ………………………………………………（2）
式中：
——光源光强，单位cd
I2——光电池检测到的样品光强，单位cd
x——样品表面光泽度，单位GU
                   
联合公式（1）（2），得到
                                 …………………………………………… （3）
这里的即为我们测试样品的光泽度值，，通过测试得到，为标准板的值。
12 [bookmark: _Toc41299125]精密度

13 试验报告
试验报告应至少包括以下内容：
a)  测试日期；
b)  操作者；
c)  测试设备及型号；
d)  样品名称及类型；
e)  样品编号；
f)  测试结果；
g)  本文件编号。
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